چكيده

با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي، همواره به سوي ساخت قطعات با ابعاد كوچكتر و مصرف انرژي كمتر گام برمي داريم، در اين راه كه مستلزم كوچك تر شدن (اسكيل شدن) ابعاد ترانزيستورهاي MOS مي باشد، نياز به مواد جديد به مسئله مهمي بدل شده است. براي داشتن ترانزيستورهايي با كارآيي بالاتر و ابعاد كوچكتر، نياز به استفاده از مواد جديدي به عنوان عايق High K و همچنين گيت هاي فلزي (Metal Gates) داريم. براي لايه نشاني اين مواد با ضخامت بسيار كوچك، در حد چند نانومتر، از روش ALD استفاده مي كنيم كه روش بسيار دقيق و مناسب و البته گرانقيمتي مي باشد.

در اين تحقيق پس از بررسي اجمالي تئوري اسكيلينگ، ابتدا موادي را كه بعنوان الكترود گيت و يا عايق گيت كاربرد دارند، يا مورد آزمايش قرار گرفته اند، بررسي خواهيم كرد و خواص هر يك و مزايا و معايب هر كدام و روش هاي لايه نشاني هر يك را بررسي خواهيم نمود. سپس به بررسي روش لايه نشاني ALD و طراحي سيستم مورد استفاده در اين روش خواهيم پرداخت و طرح هاي پيشنهادي همراه با مزايا و معايب هر يك معرفي خواهند گرديد.

